


















工 Aず主t. 博 士
第 791 6 τE玉ゴ
昭和 62 年 11 月 30 日






教授難波 進 教授末田 正 教授山本錠彦
論文内容の要旨





第 1 章では， a -Si太陽電池に関する研究の沿革を簡単に述べ，特に a -Si太陽電池セルの高効率化
およびモジュールの高効率化，高能率な新形成法について，本研究の目的を説明し，その意義と重要性
を明確にしている。
第 2 章では， a -Si太陽電池の変換効率を向上させるため開発された a -Si膜の新しい形成方式(スー
パーチャンパ方式)と，それらによって形成された膜の基礎物d性について述べる。この形成法は，従来
の分離形成方式に比べ，排ガス圧，アウトガス，リーク量とも約 2 桁改善したもので，これにより a­
Si膜中に含まれる酸素，窒素，カーボンなどの不純物が低減できることを示した。また，このチャンパ
により得られた a -Si膜の空間電荷密度は従来の 1/3 に， ESRスピン密度や正孔拡散距離も，従来
に比べ約 2 倍改善されるなど，格段と膜質の改善が可能であることを確認した。
第 3 章では， a -Si太陽電池の高効率化の指標を得るため，入射光の損失について解析し特に窓層
としての P層及びその界面特性の重要性を明らかにした。次に， p 層及び、界面特'性の改善のために，基
板へのイオンダメージの少ない光CVD法を用いて，ボロンドープの a -SiC を形成し，プラズマ CV
D法と比べ，良質の膜及び界面特性が得られることを示した。さらに，この光CVD法で形成した P 層
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と第 2 章で述べた高品質 i 層に加え，光の有効利用の可能な表裏面電極を用いることによって， a -Si 
太陽電池セルでの高効率を実現した。







第 5 章では，レーザバターニング法によって初めて可能となった基板一体形の40x 120cm a -Si太陽
電池モジュールに関し，設計，加工，特性などについてのべ，さらに太陽電池瓦やその他のモジュール
の形成について，最後に最近の a -Si太陽電池独特の新しい応用について検討しその幾っかを述べるO
第 6 章では， a -Si太陽電、池の高効率化についての第 2章から第 5 章までの研究成果を総括し，本論
文の続命を述べている。
論文の審査結果の要旨













SiC) の製法を開発し，これによる a -SiC/ a -Siヘテロ接合太陽電池を試作して，当時として世界最
高の高効率太陽電池セルを発表，その技術を確率した。
さらに，太陽電池モジュールの高効率化のための新技術として，従来のメタルマスクやフォトリング
ラフィによる集積化モジュールに対して，新しくマスクレスレーザバターニング技術を開発し，太陽電
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池を構成する各層の選択加工法について最適条件を得るための 3 次元熱解析を理論ならびに実験的に研
究をし，レーザパターンニング法という新技術を生み出した。その結果，従来のメタルマスク法に比べ
て20%近くモジュール効率を上げられることを実証した。最後に，こうして出来た各種高効率化技術を，
実際の製造工程に持ち込んで，基板一体型の40X 120cnfという世界最大の太陽電池ユニットモジュール
の製造法を確立し，揚水ポンプや自動車用サンルーフなど準電力用ならびに太陽電池屋根瓦やビルディ
ングタイル式太陽電池などの応用技術についても検討を行った。
以上の成果はアモルファス太陽電池の高効率化とその実用化技術に先駆的な貢献をしたものであり，
工学博士の学位論文として十分価値有るものと認める。
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